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eSUMOo. Os sistemas de baixa dimensao apresentam novos fenomenos que nao podem ser observados em sistemas massivos. Certas
condicoes de crescimento dos filmes, vinculadas a orientacao de seus eixos cristalograficos em relacao ao substrato, assim como as
caracteristicas morfoldégicas dos substratos, podem levar a surpreendentes processos magnéticos. Uma das razoes esta na presenca de
multiplas componentes da anisotropia magnética. Essas propriedades sao devido as condicoes de deposicao, espessura do filme e
fenomenos magnetoelasticos. Por outro lado, podemos modificar as propriedades dos filmes finos apdés a deposicao por diversos
processos, como por exemplo, irradiacao de ions, tratamento térmico, etc. Neste trabalho apresentamos alguns resultados de medidas de
caracterizacao magnética em filmes finos de ferro depositados sobre silicio vicinal via sputtering e evaporacao por canhao de elétrons,
respectivamente, para duas espessuras: 60 A e 300 A, bem como a influéncia das mudancas estruturais via irradiacao idnica e suas
Kconseqﬂlér\cias no comportamento magnético.

~

- A 4
Anisotropia Magneética: 0Os materiais /Magnetﬁmetro Optico por Efeito\ /Irradiagéo: A
ferromagneticos apresentam comportamentos || Kerr (MOKE)Z
relacionados com sua estrutura espacial, que
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técnica de deposicao sputtering. \é a chamada Kerr Transversal. y Qie Fisica da UFRGS.
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No filme de 60 A nota-se a existéncia de dois minimos em Hc e Mr, separados de 180°, caracteristica da existéncia de uma
anisotropia uniaxial no plano da amostra. A origem desta anisotropia esta vinculada a presenca de degraus na superficie do substrato. Ja
a anisotropia magnetocristalina tem uma contribuicao pouco significativa.

No filme de 300 A (grafico 5) percebemos que, antes da irradiacao, o filme cresceu preferencialmente na diregao (100). Estao
presentes as anisotropias magnetocristalina cubica e uniaxial, sendo que a primeira apresenta uma maior contribuicao.

Depois da irradiacao ionica, em ambos os filmes, percebeu-se um aumento no carater uniaxial, sendo este consequéencia da
irradiacao ter sido feita em um angulo de 45° com respeito ao plano do filme e provavelmente formou trilhas na superficie. As curvas de
histerese 3, 4 e 7, 8 mostram que a irradiacao foi mais eficiente perto do eixo facil de magnetizacao das amostras, e isto era esperado,

Kvisto que as irradiacoes foram feitas nesta direcao.
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F Perspectivas:

e variar o angulo entre o feixe incidente e o plano das amostras;

* mudar as caracteristicas dos feixes de ions, como por exemplo a dose e o tipo de ion;

e simular as curvas de histerese, usando um programa computacional desenvolvido a partir de um modelo
\fenomenologico, com o objetivo de tentar entender as alteracoes ocorridas no processo de irradiagao. AN
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